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V303a SOI技術を用いた新型X線撮像分光器の開発 17:Double-SOI構造のP型
基板センサーの性能評価
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X線天文を牽引してきたCCDは読み出し時間が数秒であるため、反同時計数法を採用できない。そのため、軌
道上の宇宙線起源である非 X線バックグラウンドが 10 keV以上で高く、そのバンドは観測できなかった。そこ
で、我々は、SOI(Slicon On Insulator)技術を用いた X線ピクセル検出器「XRPIX」を開発している。XRPIX
は、X線が入射したピクセルのみを選択的に読み出すイベント駆動読み出しによって、数マイクロ秒という時間
分解能を達成できる。しかし、イベント駆動時に作動するコンパレータ回路がセンサー部へ容量性の電気的干渉
を起すため、分光性能は著しく劣化する問題があった。その干渉切断を目的に、センサー部と回路層を挟む SiO2

層中にシールド機能を持つ Si層を新たに形成したDouble-SOI構造の素子を開発した。その中間 Siをシールドと
して動作させることに成功し、その際，中間 Siの電圧には条件があることが分かった [1]。以上はセンサーのダイ
オードにN型基板を用いたホール収集型 XRPIXで実現した。現在、XRPIXシリーズでは初めて P型基板を用
いた電子収集型 XRPIXの開発を進めている。今回、分光性能の観点から、センスノード後段の回路に反転増幅
回路を搭載したDouble-SOI構造のXRPIXを開発した。本講演では、素子の性能評価結果を報告する。
[1] Ohmura et al., 2016, NIM A, In Press


